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Feladat

Bioldgiai eredet(i szerves anyagok indikativ kimutatasahoz és
spektroszkdpiai vizsgalatahoz optimalizalt GalnAsP/InP LED tervezése és
készitése kézimUlszerben torténd alkalmazasra

Kovetelmények: [2] [3]
° miniaturizalds, pontszerlség a pontos optikai leképezéshez
o kis fogyasztas
° nagy intenzitas
° vizsgalando anyaghoz illesztett széles hullamhossz tartomany [4]

Sajatos, egyedi tulajdonsagokkal bird LED-et kell késziteni. [5]
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Miert LED?
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LED féenykeltése
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Az egyedilallé atom energiaszintjei a kristalyban savokka szélesednek

A legfelsd, (majdnem) teli savban lyukak és a folotte levs, (majdnem)
ures sav elektronok rekombinacioja soran foton keletkezhet [21]
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Hofokflgges

*H6mérsékletvaltozas
hatasara a savkozép
nagysaga és helye ill. a
eloszlas alakja valtozik.
[22]
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rel. emission Planned emission of ideal light source
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Hofokfuggés eliminalasa

Tobb hullamhosszon sugarzo idedlis fényforrds elvi spektrdlis emisszioja

A hémeérsékletvaltozs hatdsdra bekévetkezo eltoloddskor is a hasznos hullamhossz tartomdnyban marad.
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Direkt és indirekt félvezetdk
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Anyag-
rendszerek
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Racsillesztettség

Négy komponens( GaP_ 1
GalnAsP/InP LED-ek b
racsillesztettsége [19]

08}
Egy-egy energiaszintnek adott o

hullamhossz felel meg. A
tervezett hulldmhosszon
sugarzas csak egy pontban 0%
valosithato meg racsillesztett

maodon. (A racsszerkezet éaltal

,elviselhetd” eltérések a 0.2}
szaggatott vonalakon.)
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GalnAsP/InP LED e

*LED: GalnAsP/InP

onyei
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LPE eldallitas elonyei

*Létrehozas: LPE (folyadékfazisu epitaxia) el6allitasi mod
* nagyon pontosan beallithato kis rétegvastagsagok
* viszonylag olcso6 és egyszer(, anyagtakarékos
* viszonylag gyorsan készithet6k kisérleti sorozatok kutatas céljara

* jellegénél fogva illeszkedik a kisérleti és a kis sorozati mennyiségekhez (<100db/sorozat)
*Elvetett megoldasok
* VPE (g6zfazisu epitaxia) el6allitdsi mod (draga, nagy szordsu alkatrészek, nagy sorozatok)

* MBE (molekulasugaras epitaxia) el6allitasi méd (draga, bonyolult, lassu)
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Munkaterv

*Az optimalis sugarzasi hullamhosszak kivalasztasa a spektroszkdpiai
szakirodalom alapjan

*Megismerkedés az MFA-ban kidolgozott LED technoldgiaval

*Onallé mérések

*Tervezett hullamhosszu LED szerkezetek névesztése folyadékfazisbol
*sugarzasi sav szélesitése beépitett lumineszkald rétegekkel
*h6fokfliggés kikiszobolése
*nagy hatasfoku és kis kupszogben sugarzé didodaszerkezet
*nagy pontossaggal és kis szérassal reprodukalhatdsag

*Eredmények feldolgozasa
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1120-1250 nm IR LEDs' luminescence measure
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Mérések: GalnAsP/InP LED-ek lumineszkalasa

A LED spektrumadnak kiszélesitése lumineszkdldssal. A p-n dtmenet sugdrzdsa gerjeszti a kévetkezd,
mds Osszetételli réteget, mely mds hullamhosszon fog sugdrozni. Tobb lumineszkdlo réteggel

jelentdsen kiterjeszthetd a spektrum. A csucsok intenzitds ardanyadbdl kiszamithato a hulldmhossz-
konverzid (lumineszcencia) hatdsfoka. A hatdsfok ismeretében mdr a mdsodik emittdlo réteg
vastagsdga pontosabban tervezheté.

2014-06-12 Nadas Jézsef - GalnAsP/InP LED-ek kutatasa (Féléves beszamolo 1)




LED 1150-1550 nm 20131018T LEDs' transmission measure
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Meérések: Transzmisszio mérés

A transzmisszios spektrumbdl lathatd, hogy a p-n dtmenetnél keletkez6 sugdrzds mekkora részét nyeli
el a mdsodik emittdlo réteg, mi lesz a mdsodik emisszidos hulldmhossz.
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Kutatasi iranyok

ElIméleti kérdések:

*Lehet-e 3 rétegl (4-5-stb. réteg(i?) gyakorlatban jol haszndlhaté
GalnAsP/InP NIR LED-eket késziteni?

*Ha igen, milyen aron? (hatasfok, technoldgiai nehézségek, gazdasagossag)
 Pufferrétegek sziikségesek, de szerepik nem tisztazott, ennek vizsgalata.
*Rétegvastagsagok szerepe.

*Rétegek egymasra hatasanak szerepe (p-n atmenet és lumineszkalé réteg kélcsonhatasa,
szomszédos lumineszkalé rétegek kdlcsénhatdsa)

*Novesztés hdmeérséklet és az olvadékok tultelitettségének szerepe. Szilardfazisu
elegyedési korlat, és az eltéré visszaoldddasi hajlam miatt az 6sszetétel homogenitasa
és a hatarfelliletek élessége valtozhat. Tobb hulldamhosszu LED strukturak esetén a
novesztési technoldgia optimalizalasa rendkivil nagy feladat.
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Kovetkezd félévi feladatok

*Racsillesztett és tervezett hulldmhossztartomanyu GalnAsP/InP LED
novesztéséhez a bemérések kiszamitasahoz szikséges képletek vizsgalata,
esetleges korrekcidja

*Kulonbo6z6 novesztési hémérsékletek hatasa a tobbrétegli GalnAsP/InP
szerkezetekre

*Megvaldsitas koriilményeinek vizsgalata (grafitcsénak kezd6pozicidjanak
pontossaga, tisztasag, stb.)

*Pufferréteg szerepének vizsgalata.
*Rétegvastagsagok szerepe.

*Rétegek egymasra hatasanak szerepe (p-n atmenet és lumineszkalo réteg
kblcsdnhatdsa, szomszédos lumineszkald rétegek kdlcsénhatasa)
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